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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение физических эффектов ипроцессов, лежащих в основе принципов действия полупроводниковых,

электровакуумных и оптоэлектронных приборов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей

Знать:

- физические явления и эффекты, определяющие принцип действия основных полупроводнико-вых и оптоэлектронных

приборов;

 - физический смысл основных параметров и основные характеристики электрических контактов различного вида в

полупроводниковой электронике;

- физические процессы в структурах с взаимодействующими p-n- переходами и в структурах металл-диэлектрик-

полупроводник;

Уметь:

- находить значения электрофизических параметров полупроводниковых материалов (кремния, германия, арсенида галлия)

в учебной и справочной литературе для оценки их влияния на параметры структур;

- изображать структуры с различными контактными переходами;

 - экспериментально определять статические характеристики и параметры различных структур;

Владеть:

- навыками изображения полупроводниковых структур с использованием зонных энергетических диаграмм;

- навыками составления эквивалентных схем изучаемых структур;

- навыками работы с типовыми средствами измерений с целью комплексной оценки основных параметров и статических

характеристик изучаемых структур.

ПК-5: готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного

функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации

проектирования

Знать:

- зонные диаграммы собственных и примесных полупроводников, p-n- перехода, контакта металл- полупроводник и

простейшего гетероперехода;

- математическую модель идеализированного p-n- перехода и влияние на ВАХ ширины запрещённой зоны (материала),

температуры и концентрации примесей;

- взаимосвязь между физической реализацией полупроводниковых структур и их моделями, электрическими

характеристиками и параметрами;

Уметь:

 - объяснять связь физических параметров со статическими характеристиками и параметрами изучаемых структур;

- анализировать влияние температуры на физические процессы в структурах и их характеристики;

- составлять эквивалентные схемы базовых полупроводниковых структур;

Владеть:

- основами работы с системами автоматического проектирования;

- навыками работы с информационными ресурсами и базами данных, содержащими базовые модели полупроводниковых

приборов и их описания;

- навыками рассчета характеристик полупроводниковых приборов с использованием базовых физических и

математических моделей;


